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窒化物半導体MOVPE成長において V/IIIは重要なパラメータであり，実際の成長において NH3

の供給量は成長レート，組成，モフォロジー，欠陥形成，不純物取り込み等に大きな影響を与え

る．NH3 の気相中での反応性の理解は，より正確な実験的成長機構の解明やシミュレーションに

基づいた高度な結晶成長技術の実現に寄与すると考えられる．しかし，結晶表面における実効的

な V/IIIや NH3活性化については，成長した結晶の評価による報告はなされているが[1,2]，気相で

の反応を直接観察した報告はされていない．我々はこれまでに高分解能質量分析を用いて，TMGa

供給下において 400℃程度で NH3の H交換反応を確認し報告している[3]．本研究では TMGa供給

が NH3の活性化に与える影響に着目し，詳細な検討を行った． 

実験は，MOVPE反応炉内の気相状態を再現可能な 30cmの加熱域と石英管(φ28mm)を用いた簡

易的な反応炉を用いた．石英管反応炉に D2，TMGa，NH3混合ガスを導入し，加熱域 15cmでガス

をサンプリングし TOF-MSによる質量解析を行った．D2，NH3混合ガスについても同様の操作を

行った．実験条件として，D2，TMGa，NH3導入時は総流量が 1slm，TMGa が 29μmol/min，V/III

比が 100（NH3が 65sccm）．D2，NH3導入実験は TMGaの導入のみ

を停止した．図１，図２に検出された NH3水素基交換物強度の温

度依存性を示す．TMGa導入にかかわらず，NH3は温度の上昇とと

もに減少し，NH2D等の反応種が増加する．NH3が高活性化状態と

なり Hと Dの交換反応が起こっていると考えられるが，反応開始

温度をみれば，TMGa導入停止時は 750℃，導入時は 400℃と大き

な降下が確認でき，TMGa が NH3の交換反応において触媒効果を

果たすことがわかった．この結果を受けさらに詳細な解析を行った． 
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